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1.研究目的
本研究の目的は電子線照射による高分解能な

イオンイメージングシステムの開発である．イ

オンイメージングシステムにはEIS(Electrolyte/

Insulator/Semiconductor)構造の空乏層幅を光走

査でイメージングする LAPSがあり [1]，本研

究ではこの光を，より収束出来る電子線に代え

ることで高空間分解能の実現を目指す．今回は

作製したセンサー基板の空乏層幅の変化を示す

C-V特性と電子線照射による I-V特性を比較し，

電子線照射でセンサー基板の空乏層幅の変化が

測定出来ることを確認する．

2.実験方法
Fig．1に C-V特性と I-V特性の測定実験装

置の概略図を示す．センサー基板として厚さ

100µmの n-Siに 50nmのSi3N4と 50nmのSiO2

の絶縁層を製膜したセンサー基板を使用した．

試料として pH7の緩衝液を滴下した．センサー

基板の静電容量の測定はLCRメーターを用いて

測定した．電子線照射により発生する電流は電

流計で測定した．電子線照射は5kHzでON/OFF

した．

3.実験結果
Fig．2にセンサー基板のC-V特性と電子線照

射による I-V特性を示す．バイアス電圧を印加

すると，まず始めに静電容量は減少し電流は増

加する．これは電圧を印加していくと半導体と

絶縁層の界面の空乏層幅が増加し，空乏層容量

が減少するためである．一方で電子線励起電流

は増加する．等価回路を考えると電子線励起電

流源と空乏層容量が並列になる．したがって空

乏層容量が減少し半導体内部のインピーダンス

が増加すると，外部回路に流れる電流が増加す

る．これにより I-V特性ではバイアス電圧が増

加するに従い電子線励起電流が増加する．その

後 0.6V以上で静電容量と電流の値は一定にな

る．これは一定以上の電圧を加えると反転層が

発生し空乏層幅の増加が停止するためである．

このように，電子線照射による I-V特性はC-V

特性に対応していることがわかる．これより，

電子線励起電流から空乏層の厚さを測定出来る

ことを実証した．

4.まとめ
電子線による I-V特性がC-V特性と同様に空

乏層幅の変化を示していることが確認できた．

これより，電子線照射による高空間分解能イオ

ンイメージングセンサーが実現できる．
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Fig. 1: センサー基板の概略図
Fig. 2: C-V特性と I-V特性の比較
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